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層状強誘電体 Bi4Ti3012薄膜の屈折率の評価
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1.緒 言
化合物半導体や電気光学用単結晶を利用した
光スイッチおよび光変調器については今までに
多くの研究および解説がなされている‐。。しか
し,従来の電気光学材料は主として酸化物強誘
電体結晶が主流であり電界による屈折率変化が
小さく,その改善策として導波路構造を設け,駆
動電圧の低減化を図っている1°ち光導波路を作
成するためには正確な物質の屈折率を知ること
が不可欠である。一般に屈折率の測定は
(1)プリズムを使用した最小偏角法
(動 反射率および透過率から求めるBeer―
Lambert法
(3)ブリュスタ 角ー5)(θ==tan l・%〃%1)か
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ら求める方法等が考えられている。
最小偏角法はプリズム結晶が必要であリバル
ク結晶には適しているが薄膜材料の評価法とし
ては不適当である。ここではブリュスター角か
ら屈折率を求める方法について述べ,Bi4Ti3012
薄膜および数種類の単結晶についての屈折率の
評価を行った。
2.原  理
図-1は媒質I,Hの屈折率をそれぞれ %1,22
とした場合の入射,反射および透過の関係を示
したものである。この関係は (1)式で示すスネ
ルの法則5,3)が成立する。
屈折率 %1の媒質にその入射角を変化させな
がら反射率を測定すると光の入射角と反射率と
の間には図-2のような関係が生じる。
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Characterizations of Refractive lndex for Layer
Structured Ferroelectric Bi4Ti3012 FilHls
Yoichiroふ/1ASUDA,Akira BABA,Hiroshi MASUMOTO,
Takashi GoTo,WIakotoふ/11NAKATA
and Toshio HIRAI
Abstract
Renactive coemcient of BIT Iillns, sapphire single cttstal and transparent PLZT OptO―
ceramics were observed by optical systern consist of He―Ne las r(NEC:GL―G5340),Gram―
ThOmsOn Prism (Ohyoh―den kenkyushyo)and optical power meter(Anitu卜11L910B) Re‐
fractive index of these specirnen、vere calculated from Brewster angle
θD=tan l(″2/ηl)
Rettactive index of these materials are obtained about l.88～176(BIT),248(PLZT),176
(A1203),reSpectively
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